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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS -

Partie 5-4: Dispositifs optoélectroniques —
Lasers a semiconducteurs

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondialé alisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de fa a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm aines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités ationales,

des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des SpeC|f|cat| s aceessible € (PAS) et des

Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabor é ités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje < Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en I|a|s participent également aux

travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation | € afion (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

ehnables sont entrepris afin que la CEI
;. |a CEIl ne peut pas étre tenue responsable de
un quelconque utilisateur final.

5) La CEIl n'a préewd > ge valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pé Sl L ofmes a une de ses Publications.

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

référencées es obllgalre pour une application correcte de la présente publlcatlon

9) L’attention est attirée _sgur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60747-5-4 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs
discrets a semiconducteurs, du comité d’études 47 de la CEl: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette premiére édition de la CElI 60747-5-4 a été élaborée par extraction des éléments
applicables aux diodes lasers issus de la CEI 60747-5-1, de la CEIl 60747-5-2 et de la CEI
60747-5-3, y compris leurs amendements. De plus, elle est partiellement basée sur la CEl
60747-5: 1992.

Elle doit étre lue conjointement avec la CEI 62007-1 et la CEI 62007-2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 5-4: Optoelectronic devices —
Semiconductor lasers

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr st i comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other actlvmes IEC publlshes International 3
Technical Reports,

the latter.

5) IEC provides no_ fnarking procedure to N s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl qQrmi i ublication.

6) All users should enSuyé c v edition of this publication

7) No liability shall attagh or {s directprs, employees, servants or agents including individual experts and
members of its teghnisal C National Committees for any personal injury, property damage or
other damagg atsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses a tion, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publicatj

8) Attentio ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensa

9) Attention is drawq to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shalV'not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-5-4 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete
semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This first edition of IEC 60747-5-4 comprises laser diode relevant items taken from IEC 60747-
-1, IEC 60747-5-2 and IEC 60747-5-3, including their amendments. In addition, it is based
partially on IEC 60747-5:1992.

It should be read jointly with IEC 62007-1 and IEC 62007-2.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/292/FDIS 47E/294/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La liste de toutes les parties de la série CEl 60747, présentées sous le titregénéral Dispositifs
a semiconducteurs — Dispositifs discrets, peut étre consultée sur le site

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera p difié nt landate de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://web
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicatio

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%@
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/292/FDIS 47E/294/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all parts of IEC 60747 series, under the general title Semice ctor devices —
Discrete devices, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will
maintenance result date indicated on the IEC web site under
data related to the specific publication. At this date, the publicati

* reconfirmed;
+ withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

@%@
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS -

Partie 5-4: Dispositifs optoélectroniques —
Lasers a semiconducteurs

1 Domaine d'application

et les caracté-
onducteurs.

La présente partie de la CEl 60747 couvre la terminologie, les valeurs li
ristiques essentielles ainsi que les méthodes de mesure pour les lasers a $

2 Reéférences normatives

document. Pour les références datées, seule I'édition cité
datées, la derniére édition du document de référence
amendements).

CEI 62007-1: Dispositifs optoélectroniques a 3
systemes a fibres optiques — Partie 1: ?

CEI 62007-2: Dispositifs optoélectroniq
systemes a fibres optiques — Partie 2: Mé

ISO 11146-1: Lasers

des faisceaux laser — |
faisceau — Parti j

ISO 11554: Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers —
Méthodes d'essai de la puissance et de [|'énergie des faisceaux lasers et de leurs
caractéristiques temporelles

ISO 11670: Lasers et équipements associés aux lasers — Méthodes d'essai des parametres du
faisceau laser — Stabilité de visée du faisceau

ISO 12005: Lasers et équipements associés aux lasers — Méthodes d'essai des parametres du
faisceau laser — Polarisation

ISO 13694: Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers —
Méthodes d'essai de distribution de la densité de puissance (d'énergie) du faisceau laser

ISO 13695: Optique et instruments d'optique — Laser et équipements associés aux lasers:
Méthodes d'essai des caractéristiques spectrales des lasers

ISO 17526: Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers —
Durée de vie des lasers
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 5-4: Optoelectronic devices —
Semiconductor laser

1 Scope

This part of IEC 60747 deals with the terminology, the essential ratings a acteristics as
well as the measuring methods of semiconductor lasers.

2 Normative references

and symbols

ISO 11146-1,
divergence ang
beams

ISO 11146 sr-related equipment — Test methods for laser beam widths,
divergerice ang es\and bea propagation ratios — Part 3: Intrinsic and geometrical laser beam
classification, propagatieg/and details of test methods

ISO 11554, Optics~and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Test
methods for laser beam power, energy and temporal characteristics

ISO 11670, Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam parameters -
Beam positional stability

ISO 12005, Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam parameters —
Polarization

ISO 13694, Optics and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Test
methods for laser beam power (energy) density distribution

ISO 13695, Optics and photonics — Laser and laser-related equipment — Test methods for the
spectral characteristics of lasers

ISO 17526, Optics and optical instruments — Lasers and laser related equipment — Lifetime of
lasers
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